












しかし、 このような材料プロセスを実現するためには、 多様なイオン種の発生、 ビーム純
度の向上、 イオンエネルギー・電流密度の制御などが必要となり、 これに対応したビーム発

















まず、 ターゲットにシリコンを使用して照射実験を行った。 ビーム軸中心を基準（ 0度 ）にし
て0, 3、 6度の3カ所にシリコン基板を配置してパルス窒素イオンビームを10ショット
照射した。 ビーム照射後、 ターゲット表面の色は変化しており、 ビーム照射前後のシリコン
基板の表面の結晶構造を測定するために X 線回折装置（XRD ）を用いて評価を行った。 その結
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3、 6、 9度の位置に設置して照射実験を行った。 イオンビームの照射回数は3回である。
図.1 にビーム照射前と照射後の中心軸上（0度）に置いたターゲットのX線回折パターンの・
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ンビーム発生技術（ 多様なイオン種の発生、 ビーム純度の向上、 イオンエネルギー・電流密
度の制御など）を開発してきた。 実用化に向けてビームの安定性や再現性の向上が急務であ
る。 そのためイオン源出力の最適化、 イオン源と加速用パルス電源の同期の安定性向上を目
指して装置の改良を行い、 現在実験を行っている。 また、 パルスイオンビームの更なる高出
力化を目指して新たに低インピーダンスのパルス電源を開発・製作を行い、 その特性評価を
行っている。
(3 ）プロジェクト成果
本年度は、 特許・企業・技術移転に直接結びつく技術開発には至らなかったが、 本プロジ
ェクト研究に関連して、論文3編（査読中2編）、国際会議発表3件、学会発表14件を行った。
これまで開発してきた高強度ノミルス金属イオンピーム発生技術の実用化を目指して、 パルス
イオンビーム発生技術の最適化を行うとともにプラズマフォーカス装置から生成される高強
度パルス窒素イオンビームを用いて照射実験を行い、 各種材料の表面状態を変化させること
ができることを示すことができた。
(4 ）プロジェクト成果の応用・効果・構想
本研究の目的である高強度ノミルス重イオンビームのよる薄膜生成・表面処理技術の実用化
に向けて今年度はパルイオンビームのターゲットへの照射効果を検証した。 これらのビーム
照射実験の結果から、 パルスイオンビームを照射することで金属など各種材料の表面状態を
変化させることが可能であることを示すことができた。 この結果に基づき機械工具等への本
技術応用に向けて研究を進めていきたい。 今後、 ビーム純度やイオンビームの空間的均一性
などのイオンビームの性能をより向上させることができれば 半導体へのイオン注入・活性
化効果への応用、さらには次世代型炭化ケイ素デバイス実現に向けて新しいイオン注入技術であ
るパルスイオン注入法への応用が期待できる。
(5 ）利用施設
なし
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